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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESONATEURS A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)

Premiére partie: Informations générales, valeurs normalisées et conditions d’essais

Section 1 — Informations géenerales et valeurs normalisées

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques. préparés s Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux sintéressant a ces questions, e pri 3 us grande
m¢sure possible un accord international sur les sujets examinés.
2) Cgs décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées co nationaux.
3) Dians le but d’encourager 'unification internationale, la CEl exprime le vee que tou 5 és nati x adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI A VL tionales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEIl e it. dans la
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derpiere
Ly présente norme a spositifs
piézpélectriques pour la commande et i&\ choix
Cgtie norme constitue la sectlon lide icre\ pattie. i iéte partie
«C(;rdmons d’essais» serd : Publlicatic -1- mise au
point sera terminée. La i (i 4 i i ené , led valeurs
normhalisées et les cop i
Elle forme, efiNout ateurs a
ondgs acoustiques/d
— Dpuxiéme partie: , [qui sera
publiée comme de la CEL
— Troisié pents normalisés, qui sera publiée comme Publication 1019-3 de
la] CK
Le te erpie est issu des documents suivants
Régle des Six Mois Rapport de vote
49(BC)198 49(BC)203, 203A

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti a l'approbation

de cette norme.
Les publications

Publications
68-1
302

suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

n° 68: Essais d’environnement.
(1988): Premiére partic: Généralités et guide.
(1969): Définitions normalisées et méthodes de mesures pour les résonateurs piézoélectriques de
fréquences inférieures a 30 MHz.
444: Mesure des paramétres des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans le
circuit en 7.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) RESONATORS
Part 1: General information, standard values and test conditions

Section 1 — General information and standard values

FOREWORD

1) The forle decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which| all
the Natidpnal Committees having a special interest therein are represented, express, as an
internatiopal consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They havg the form of recommendations for international use and they are accepted by in
that sensq.

3) In order fto promote international unification, the 1EC expresses the wish that al iona ittees opt
the text |of the 1IEC recommendation for their national rules in so far ag i Any

divergenck between the IEC recommendation and the corresponding nati as possible,| be

clearly indicated in the latter.

This standard has been prepared by IE 0. 49: Piezoelectric devices

for frequ¢ncy control and selection.

This sfandard forms Section 1 of Part st conditions” of Part 1 will|be
published when it is completed iC3 ) bral
informatipn, standard values a S i

In addition, it forn
(SAW) resonators. Qo
— Part 2 Guide to

Publication 1019-

ave
EC
— Part 3:| Stan

The text ofthi is”based on the following documents:

/ Six Months’ Rule Report on Voting

49(C0O)198 49(C0)203, 203A

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the
table above.

The following 1EC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 68: Environmental testing.
68-1 (1988): Part 1: General and guidance.
302 (1969): Standard definitions and methods of measurement for piezoelectric vibrators operating over
the frequency range up to 30 MHz.
444: Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a n-network.
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RESONATEURS A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)

Premiére partie: Informations générales, valeurs normalisées et conditions d’essais

I.

3.2

33

34

SECTION 1 — INFORMATIONS GENERALES ET VALEURS NORMALISEES

Domaine d’application

recommander,

Onde~acousti e’ surface (OAS)

Onde acoustique se propageant le long de la surface d’un substrat ¢élastique
I"amplitude décroit exponentiellement suivant la profondeur dans le substrat.

Résonateur a onde acoustique de surface (résonateur & OAS ou ROAS)

Résonateur utilisant les réflexions multiples des ondes acoustiques de surface.

Résonateur d une porte

Résonateur 2 OAS ayant une paire de sorties (voir article 5 et figure 1, page 8)

Résonateur a deux portes

La présente norme est applicable aux résonateurs a ondes surface
(OAS) destinés a I'utilisation dans les oscillateurs.

La Publication 68 de la CEI doit étre utilisée conjoingem norme.

La présente norme donne des informations générales\et le piethode nant les
mesures et les essais communs & de nombreux modéles de \ré

(Les conditions d’essais sont a I’étude.)

L’application des essais a4 chaque modéle| d’ s0na OAS et les cgnditions
spécifiques requises associées a .chaque Essij\Mf: 5 la spécification pafticuliére
relative & chaque modéle.

En cas de désaccord entre ces pecifications particuliéres, [ ce sont

Dbjet
Etablir J pour [I’appréciation des propriétés médaniques,
¢électrique ésgnateurs a OAS, décrire les méthodes [d’essais,

alisées et donner des directives pour I'utilisation des

et dont

Résonateur & OAS ayant des portes d’entrée et de sortie (voir article 6 et figure 1).
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L.

2.

3.

3.1

3.2

33

34

SURF'ACE ACOUSTIC WAVE (SAW) RESONATORS

Part 1: General information, standard values and test conditions

SECTION 1 — GENERAL INFORMATION AND STANDARD VALUES

Scope

This standard relates to surface acoustic wave (SAW) resonators for od
IEC Publication 68 shall be used in conjunction with this stand>
This standard provides general information and methods ¢

testy common to many types of SAW resonators.

(The test conditions are under consideration.)

requirements for each test are given i

lattdr shall take precedence.

Object

Tp establish anifo ionsfor\ assessing the mechanical, electrical and climg
properties of e test methods, to give recommendations
standard values 3% SAW resonators.

General

Surfqce a ~ 4W)

Ap acoustic “wave, propagating along the surface of an elastic substrate,
ampritude decays exponentially with substrate depth.

The applicability of these tests to each type of (S g g and the spec
: ating to each type.

Should conflict arise between thes® eci y d_the detail specifications,

wh

nd

fic

the

itic
for

pSe

Surface acoustic wave resonator (SAW resonator or SAWR)

A resonator using multiple reflections of surface acoustic waves.

One-port resonator

A SAW resonator having a pair of terminals (see Clause 5 and figure 1, page 9).

Two-port resonator

A SAW resonator having input and output ports (see Clause 6 and figure 1).
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3.5

3.6

3.7

3.8

39
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D

Figure la — Résonateur a une porte avec des réseaux a circuit ouvert

© CE1l

Oscillate q

‘ resonateur a OAS comme ¢élément principal
commande\ de\la

pour la

peigne
énergie

Elément d’une électrode en peigne d’un TID.

Doigt mort

Doigt passif qui peut étre ajouté pour supprimer la distorsion du front d’onde.

Barre de raccordement

Electrode commune reliant chacun des doigts entre eux et destinée a connecter le

résonateur au circuit externe.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

0

Figure la — One-port resonator with opened arrays

SAW

Interdligi

A made of a comb-like conductive structure deposited on| a
piez( icYs ¢ transforming electrical energy into acoustic energy or vice versa.

Fingel

An element of the IDT comb electrode.

Dummy finger

A passive finger which may be included in order to suppress wave-front distortion.

Bus bar

A common electrode which connects individual fingers together and also connects the
resonator to an external circuit.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

— 10 — 1019-1-1

Barre de court-circuit

Electrode commune reliant des bandes métalliques individuelles entre elles (voir
page 8).
Apodisation (suppression parasite pour un résonateur a OAS)

Pondération produite par modification de la longueur d’emboitement des doigts
longueur du TID destinée a supprimer les modes parasites transversaux.

Coefficient de couplage d’OAS, k,

Le coefficient de couplage électromécanique est défini ainsi:

© CEl

figure 1,

dans la

kf=2iAv/v|

ol Av/v est la variation relative de vitesse produite en co
surface a partir de ’état a circuit ouvert.

Réflecteur en réseau

Réseau réfléchissant des OAS faisant normalement~appella i finuités peér

fques ¢lectriquement
iques et de la charge n

Réseau <l:>ét
Discontindité\ pé baliseg par une perturbation de la charge massiqy

Réseau>a_circujt ouvert

Réseau de bandes métalliques sans bandes métalliques connectées entre el

ntiel de

iodiques

h circuit

hassique.

surface

e d’une

es (voir

figure la, page 8).

Charge massique

Perturbation dans la propagation de I’OAS provoquée par la masse du revéte
la surface du substrat. ’

Ouverture d'un TID

ment de

Longueur maximale de la longueur d’emboitement des doigts correspondant
appreximativement a la largeur de faisceau des OAS, ou l'ouverture peut étre exprimée

en unités de longueur ou en terme normalisé de la longueur d’onde.
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3.10 Shorting bar

A common electrode which interconnects individual metal strips (see figure 1, page 9).

3.1l Apodisation (spurious suppression for SAW resonator)

Weighting produced by the change in finger overlap over the length of the IDT to
suppress the transverse spurious modes.

3.12 SAW coupling coefficient, k,

SAW electromechanical coupling coefficient is defined as follows:

k;7=2|Av/v

where Av/v is the relative velocity change produced by shox hce

potential from the open-circuit condition.
3.13 Grating reflector
Al SAW reflecting array that normally makes use ¢
by metal strips, grooves or ridges.
3.14 Metal strip array

Al
proyiding electrical and mass-loaded pefturbatio

open-circuit metal stfips

3.15 Grdoved array

Al periodic discontin e k bhic perturbation on a surface having
shallow grooves.

3.16 Ridge array Q

A periodic disg Zel e mass-loaded perturbation of the surface haying
thin| layer strips.

3.17 Shorted

3.18 Opknedrarray

=

metal strip array without a metal strip array interconnection (see figure la, page|9).

3.19 Mass loading

A perturbation in the SAW propagation caused by the mass of an overlay on the
substrate surface.

3.20 IDT aperture

The maximum IDT finger overlap length which approximately corresponds to the SAW
beamwidth, where the aperture may be expressed in length units or normalized term of
wavelength.
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4. Caracteristiques de fonctionnement

4.1

4.2

43

43.1

Fréquence nominale

© CEI

Fréquence donnée par le fabricant ou par la spécification pour identifier le résonateur.

Fréquence de fonctionnement

Fréquence de fonctionnement d’un résonateur avec ses circuits associés.

Tolérances de fréquence

Tolérance totale

43.2

433

4.3.4

4.3.5

4.4

4.5

Ecart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement
fréquence nominale, produit par une cause déterminée ou
causes.

ubin

Tolérance de calage

Ecart admissible entre la fréquence de fonctionne

Tolérance de vieillissement

Ecart admissible dii au seul ég

esurées sur Penveloppe dans laquelle le résonate
pécifiées.

empératures mesurées sur I'enveloppe dans laquelle le résonate
ner, mais pas nécessairement dans les tolérances spécifiées.

4.6

4.7

sonateantr et sa

ison de

hle a la

ur doit

ur doit

Gamme de Températures de stockage

Gamme de températures dans laquelle le résonateur peut étre stocké sans entrai

modifications permanentes des caractéristiques dépassant les tolérances spécifiées.

Température de référence

ner des

Température 4 laquelle certaines mesures sont faites sur le résonateur. Pour les
résonateurs & températures controlées, la température de référence est le point milieu de
la gamme de températures controlées. Pour les résonateurs a températures non contrdlées,

la température de référence est habituellement 25+2 °C.
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4. Operational properties

4.1 Nominal frequency
The frequency given by the manufacturer or the specification to identify the resonator. /
4.2 Working frequency
The operational frequency of the resonator together with its associated circuits.
4.3 Frequency tolerances

4.3.1 Overall tolerance

The maximum permissible deviation of the working frequency fr nominal
freqpency due to a specific cause or a combination of causes.

43.2 Adjustment tolerance

The permissible deviation of the working frequency frg
reference temperature under specified conditions.

equency at the

4.3.3 Agging tolerance

The permissible deviation due to

434 To

T
the

at

435 To

of drive variation.

4.4 Oper
T easured on the enclosure over which the resondtor
must funcfion within \the fied tolerances.
4.5 Oper
T of tetpperatures as measured on the enclosure over which the resondtor

musf fudction thowgh not necessarily within the specified tolerances.

4.6 Storage temperature range

The range of temperatures over which the resonator can be stored without causing
permanent change in the performance beyond the specified tolerances.

4.7 Reference temperature

The temperature at which certain resonator measurements are made. For controlled
temperature resonators, the reference temperature is the mid-point of the controlled

temperature range. For non-controlled temperature resonators, the reference temperature is
normally 25+2 °C.
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4.8

49
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Résonance parasite

© CEI

Fréquence de résonance d’un résonateur autre que la fréequence associée a la fréquence

de fonctionnement.

Résonance parasite transversale

Résonance parasite causée par I’excitation des modes transverses d’ordre plus &
apparaissent a des fréquences légérement plus élevées. Il est désirable d’apo
transducteur interdigité pour adapter le profil du mode transverse désiré.

4.10 Niveau d’excitation

4.1

—

4.12| Vieillissement (variation a long terme des param

5.

5.1

Mesure des conditions de fonctionnement imposées au résonateur s exnriman
puissance dissipée.

tension aux bornes du résonateur.

Tension de claquage en courant continu

La plus basse tension en courant continu causant |

résonance) et le temps.

Note. — Cette variation des paramétfe

zaractéristiques qui ont lieu au voisinage de la fréquence de résonance pey
ifiies en considérant la résistance et la réactance du résonateur en fonction de la
des diagrammes d'impédance et d’admittance décrits a la figure 3, page 18, e
302 de la CEIl, 2 laquelle il faut se reporter.

Ly “01 Ry

Figure 2 — Circuit équivalent d’un résonateur a une porte

leve qui
diser le

par la

Note. — Dans les cas spéciaux, le niveau d’excitation peut étre exprimé par le ¢4 gsonafeur ou la

Relation qui existe entre des paramétres queldonque ence  de

ur et est

proche

généralement représenté par une capacité paraliéle
série). Ce bras dynamique (série), a4 son tpur, est
ine capacité et une résistance en série. Les paramptres de
stitué par I'inductance, la capacité et la résistange, sont
L, C et R, respectivement. La capacité paralléle est exprimée

vent étre
fréquence
dans la
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4.8  Spurious resonance

A state of resonance of a resonator other than that associated with the working
frequency.

4.9 Transverse spurious resonance

A spurious resonance caused by excitation of higher order transverse modes which
appear at slightly higher frequencies. It is desirable to apodise the interdigital transducer
to match the desired transverse mode profile.

4.10 Level of drive

measure of the operating conditions impnced upon the resonator pvprpccpd in—terms

of p

Note|

4.11 D. (.

The lowest d.c. voltage which causes the destruction of

4.12  Agding (long-term parameter variation)

Note.

5. One-pprt resonator

5.1 One-

A
neig
by 4
indy
arm
Tesp

Note.

The relationship which exists between any
time]

ower dissipated.

— In special cases, the level of drive may be specified in terms of resonator curré

breakdown voltage

— Such a parameter variation is due
fractional parts per period of time.

h electrica i
hbourhoo

which refereie€ should be made.

L1

Figure 2 — One-port resonator equivalent circuit

impedance as the resonator in the immedijate
represented by a parallel capacitance shunted

an
es)
R,

by
the
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5.2 Fréquences de résonance

5.2.1 Fréquence de I'admittance maximale (impédance minimale), S
Fréquence a laquelle le résonateur ‘exhibe I’admittance maximale au voisinage le plus
proche de la fréquence de résonance (voir figures 3 et 4, page 18).
5.2.2  Fréquence de résonance (série) dynamique, f,
Fréquence de résonance du bras dynamique (série) du circuit équivalent du résonateur

(voir figure 3).

5.2.3 Fréquence de résonance & susceptance zéro, f.

La plus basse des deux fréquences du résonateur seul, dans itions Jpéciﬁées,

pour laquelle le résonateur est équivalent a une résistance pure

5.3 | Fréquences d’antirésonance

5.3.0 Fréquence de I'admittance minimale (impédance maxi

Fréquence a laquelle le résonateur présente
proche de la fréquence de résonance (voir fig

du voisinagg le plus

532

paralléle

533

pécifiées,

54

14).

5.5

5.6

Imductance du bras dynamique (série) du circuit équivalent (voir figure 2).

5.7 Capacité paralléle, C,
Capacité qui shunte le bras dynamique (série) du circuit équivalent du résonateur (voir
figure 2).
5.8 Facteur de qualité, Q

Facteur de qualit¢ pour le résonateur qui est donné par 'expression 2 x fL/R, La
valeur du facteur de qualité Q est limitée par la perte de propagation des OAS, par la
résistance électrique des électrodes, par la perte de conversion du mode, etc.
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5.2 Resonance frequencies

5.2.1 Frequency of maximum admittance (minimum impedance), f,

The frequency at which the resonator exhibits a maximum admittance in the immediate
neighbourhood of resonance (see figures 3 and 4, page 19).

5.2.2 Motional (series) resonance Jrequency, f

Th

€ resonance frequency of the motional (series) arm of the equivalent circuit of the

resonator (see figure 3).

5.2.3  Resonance frequency of zero susceptance, f.

Tl-t: lower of the two frequencies of the resonator alone, under specifijé ditions;’ |at
whic

5.3  Anti-n

5.3.1 Freq

5.3.2  Parg

the electrical impedance of the resonator is resistive (see figure &3

psonance frequencies

uency of minimum admittance (maximum impedance), f,
The frequency at which the resonator exhibits a mipi 1 € immediate
neighbourhood of resonance (see figures 3 and 4).
llel resonance frequency (lossless),
The frequency of parallel resonance i ¢s) arm and the parallgl

capaditance (see figure 3).

5.3.3 Antiiresonance Jrequency g
Th
which
5.4 Motional resista@
The P

5.5 Motional capdcitance

The

5.6 Motioral inducraice,

The| inductance of the motional (series) arm of the equivalent circuit (see figure 2).

5.7 Parallel capacitance, C,

The capacitance which shunts the motional (series) arm of the equivalent circuit of the
resonator (see figure 2).

5.8 Quality factor, Q

Quality factor for the resonator which is given by 2 7 fL/R, The value of Q is

limite

d by the SAW propagation loss, electrical resistance of electrodes, mode conversion

loss, etc.
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)

Fréquence

Susceptance ——

fs
fn

f‘ \_/f" Conductip
p

rte

Q!blissement (dB)

Fréquence de
I'admittance
minimale (f,)

Fréquence (MHz)

Figure|4 — <Cara 1ques de fréquence typiques d’un résonateur a OAS a une porte

inséré
€n série dans une ligne de transmission (voir paragraphes 5.2.1 et 5.3.1)

5.9 Rapport de capacité, r
Rapport entre la capacité paralléle (G) et la capacité dynamique (C).

5.10 Facteur de mérite, M

Valeur donnée par Q/r indiquant Pactivité du résonateur.
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4
Frequency
Susceptance ——
fm
fs
fa
fs -
\\ ~ /> conguctance
fo r

A \J
SDUM
sona

Attenuation (dB)

Frequency
of minimum
admittance (f,,)

Frequency (MHz)

Figure 4| — Fypical uency characteristics of a one-port SAW resonator inserted int

transmission line in series (see Sub-clauses 5.2.1 and 5.3.1)

o

5.9 Capacitance ratio, r ‘
The ratio of the parallel capacitance () to the motional capacitance (C)).
5.10 Figure of merit, M

The value given by Q/r which indicates the activity of the resonator.


https://iecnorm.com/api/?name=98a0c733a8b4499a99aff4fc88457445

— 20 — 1019-1-1 © CEI1

5.11  Capacité de charge, C,

Capacité externe effective associée au résonateur qui conditionne la fréquence de
résonance a la charge f (voir figure 5).

+
!
|
_ I
ROAS ¢ {
é‘ : Fréquence (MHz)
[r— _*_»
= 4 17
Eh) l
o« !
!
t
|
I
|
|
Figure 5a :
I
|
+
ROAS
—_ © Fréquence (MHz)
: -
=1 5 0
— vt fa
C

OA g
@ Fréquence (MHz)
9- —{ o g 0 — |
— ] /: f, fL /—
0 [
o= )
IL ]
L !
CL |
[
Figure 5¢ -
Figure 5 — Fréquence de résonance et fréquence d’antirésonance (voir paragraphes 5.2.3, 5.3.3,
5.11 et 5.13)

Note. — Les valeurs des capacités de charge C, indiquées dans les figures 5b et Sc sont ¢gales.
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5.11 Load capacitance, C,

The effective external capacitance associated with the resonator which determines the
load resonance frequency f; (see figure 5).
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— ——
o— 1T O g 0 > —
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!
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|
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a e

Figurd 5b Q

1
| v
]
|
]
]
i
]
I
|
'
}
+ | |
|
i
]
]
SA g I
3 : Frequency (MHz)
o— == o 50 —_—
pn— o : fe fL
] |
I L
IL 1
H !
C. I
[
Figure 5c¢ -
Figure 5 — Resonance and anti-resonance frequencies (see Sub-clauses 5.2.3, 5.3.3, 5.11 and
5.13)

Note. — The values of load capacitances C_ shown in figures 5b and Sc are equal.
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Résistance du résonateur en série avec une capacité externe donnée a la fréquence de

résonance a la charge f.

Note. — La valeur de R, est liée a la valeur de R, par l'expression suivante:

RL= Rl

5.13 Fréquence de résonance d la charge, f;

(1+G/C)

Une des deux fréquences du résonateur associé & une capacité de charge série ou

paralleéle, dans des conditions spécifiées,

pour laquelle l'impédance ¢électrique de la

combinaison est équivalente a une résistance pure. Cette fréquence est la plus basse des

en parallele (voir figure 5, page 20).

étre dérivées des mesures de
résonateur).

6.

6.1

deux fréquences lorsque la capacité de charge est en série et la plus

Pour la valeur donnée de la capacité de charge (C), ces
pour toutes les applications pratiques et sont données par:

ute lorsqy’elle est

identiques

tilisés habituellemgnt. Il y a
une explication cqmplete, il
302 et 444
bs doivent
hiques du

proche
X portes
ce, une
hr idéal.
ique, la
a résistance dynamique sont représentés par L, C| et R,
capacités paralléles (entrée/sortie) sont représentées par C.: [et Conie-
pirgs d’un transformateur idéal donné par @ est dérivé des structpires des
‘entrée et de sortie. Lorsque les deux structures sont les mémes, la valeur
a l'unité (voir figure 6).
Ly 0 R4 10 L o R 10
L] [ L ]
Centrée —7— =r—Csortie Centree —— == Csortie
L ]
o o) ye]

Figure 6a — Résonateur a déphasage zéro Figure 6b — Résonateur a déphasage égal a 180°

Figure 6 — Circuits équivalents

d’un résonateur a deux portes
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5.12  Load resonance resistance, R,

The resistance of the resonator in series with a stated external capacitance at the load

resonance frequency f.

Note. — The value of R, is related to the value of R, by:

R = R (1+C/C)

5.13 Load resonance frequency, f

One of the two frequencies of a resonator in association with a series or parallel load
capacitance, under specified conditions, at which the electrical impedance of the
combination is resistive. This frequency is the lower of the two frequencies when the

load capacitance is in series and the higher when it is in parallel (see fig

Fpr a given value of load capacitance (()), these frequencie
pradtical purposes and are given by:

Lo, LGGrG)
N G+ G+ C

D1).

all

Note] — The frequencies defined in Sub-clauses 5.2 and 5.3 ar¢ listed ot Ire $ most commonly ysed.
The frequencies associated with a resonator are nume pldnation, TEC Publication
302 should be consulted. When higher accuracie§ ake secondary data (e.g. values of[the
resonator motional parameters) arg equency measurements, EC

Publications 302 and 444 should be %

6. Two-Hort resonator

6.1 Twolport resonator equivale

n electric frcuis
neighbourhood S

ate
ted
llel

The

in
llel

ideal

nen

Cn == == Cout Cn ——

- Cout

Figure 6a — Zero phase-shift type Figure 6b — 180° phase-shift type

Figure 6 — Two-port resonator equivalent circuits
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6.2 Capacité d'entrée, C,,,,

Capacité qui shunte la porte d’entrée du circuit équfvalent du résonateur (voir figure 6,
page 22).

6.3 Capacité de sortie, C

sortie

Capacité qui shunte la porte de sortie du circuit equivalent du résonateur (voir
figure 6).

6.4 Fréquence de résonance dynamique (série) du résonateur a deux portes, f.

Fréquence de résonance du bras dynamique (série) du circnit équivalent dii résonateur
a deux portes.

6.5 | Facteur de qualité sans la charge, Q.

ans charge

Facteur de qualité du résonateur seul donné par 2 x 1

6.6 | Facteur de qualité avec la charge, Qinaree

Facteur de qualité du résonateur connecté 2 ircult_geXte défini comme 1l rapport

6.7 | Affaiblissement d’insertion (pouf b

Rapport logarithmique de la p¥% ise a l'impédance de charge hvant et
apreés l'insertion du résonateur.

6.8 | Affaiblissement d’insextion\ginimalN\(pe esdnateur a OAS a deux portes)
Valeur de I’gffaiblisse N\ d’ tion Mminimal au voisinage de la fréquence gominale
(voir ﬁg@

6.9 | Fréquence cent ; onateur a OAS a deux portes)

deux fréquences pour lesquelles I'affaiblissement re|atif par
d’insertion minimal atteint une valeur spécifiée.

6.10 gsohance parasite

Différenee  ehtre le niveau maximal des résonances parasites et [D’affaiblissement
d’insertion minimal (voir figure 7).

6.11 Déphasage de fonctionnement

Déphasage entre les bornes d’entrée et celles de sortie a la fréquence centrale. Les

résonateurs 3 OAS peuvent étre congus pour donner un déphasage nominal zéro ou
de 180°.

6.12  Inductance d'ajustage

Inductance qui est attachée a la borne d’entrée ou a celle de sortie pour l'ajustage a
la fréquence d’oscillation désirée.
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6.2 Input capacitance, Cy
The capacitance which shunts the input port of the resonator equivalent circuit (see
figure 6, page 23).
6.3 Output capacitance, Cyr

The capacitance which shunts the output port of the resonator equivalent circuit (see
figure 6).

6.4 Motional (series) resonance frequency for two-port resonator, f.

T
equ

tor
valent circuit.

6.5 Unldaded quality factor, Q,

The quality factor for the resonator alone given by 2 7 fL

6.6 Loaded quality factor, Q,

The quality factor for the resonator connected
rati¢ of centre frequency to the 3 dB bandwidth

it, defined as the

6.7 Insertion attenuation (for two-port SAW

The logarithmic ratio of the powe
insertion of the resonator.

¢ load impedance before and after

6.8 Minimum insertion attenudation Xfor two-

€ minimum insg
figupe 7, pag

S€C

6.9 Cenfre frequenc

the
minfmum

6.10 Spyrious

e difference _bétween the maximum level of spurious resonances and the minimum
insertion -attenuation (see figure 7).

6.11 Operating phase shift

The phase shift between input and output terminals at the centre frequency. SAW
resonators can be designed to provide a nominal zero or 180° phase shift.

6.12  Tuning inductance

The inductance which is attached at the input or output terminal for tuning at the
desired oscillation frequency.
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